
v Silizium-npn-Planar-Epitaxie- Marg Sr SF 129 
mittelschneller Schalter bei - 
temperaturen da von =55°C bis +125 

Abmessungen: Bauform B 3/25 — 3a, 
TGL 11 811 

Kollektor am Gehäuse 
Masse= 19 

Zulässige Höchstwerte bis 0jmax 

Ucao = 120 V I = 250 mA 
Ucco = SV Pc = 500 mW 
Ueso = 7V bei da = 25 °C 
Ic - 500mA % = 175 °C 

CM z 

Kennwerte für 0 = 25°C 5 gıd 

Min, Typ i Max. | Meßbedingungen verstärkungs- 

Restströäme 

Ic8o | | { 25nA | UcBomax 

Durchbruchspannung 

Ul(8r)cao | 120 V | Icso = 5wA 

U(8R)ceo | 80 V Iceo = 50 mA 
U(er)eEso| 7V le80 = 51A 

Sättigungsspannung 

UCEsat | 105 V |!1c = 150 mA, I8 = 15 mA 

Gleichstromverstärkung 

8 1 35 | Ucg = 2 V, Ic = 50 mA A 
B 28 n B 
B 56 140 C 
B | 112 280 D 
B | 224 560 E 

B_____| 40 1120__| F 

Ubergangsirequenz 

fr | 60 MHz | 100 MHz | | Ucg = 10 V, Ic = 10 mA, 
f = 15 MHz 



| Min. l Typ Max: | Meßbedingungen J”..=„...‚. 
gruppen 

Ausgangskaparität 

Ca 10pF |12pF |20pF u„-uov‚u;-a.c-mn:‘ 

Cib | | 38 pF Ue8 = 5 V, Ic = 0, f = 2 MHz 

lmum:u.-r-—m Transistor SF 129 B 
der Stromverstärkungsgruppen B 

f e Pc = f (9) 
a == freitragende Montage 

20 b = ideale Kühlung 
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Kitkes) .& »# Uce) Ic = f (Uce) r Jg-Porometer Use = Parameter 

501 >7 
—-J""‘ 520mV 

500 mV 

T 30 580 mV 

E 5560mV 

W 540mV &> -1—— 
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Uce = 2 V Trrn aal _6 * Frogumme 
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